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摘要(译)

本发明提供一种像素结构，包括TFT基板（ 20 ），CF基板（ 30 ）和液
晶层（ 40 ）。 TFT基板（ 20 ）包括第一透明基板（ 22 ）和像素电极
（b ）。 CF基板（ 30 ）包括第二透明基板（ 32 ）和公共电极（ 34 
）。像素电极（ 24 ）包括第一子像素电极（ 26 ）和第二子像素电极（ 
28 ）。公共电极（ 34 ）包括第一子公共电极（ 36 ）和第二子公共电极
（ 38 ）。第一子像素电极（ 26 ）和第一子公共电极（ 36 ）具有第一
电压差和第二子像素电极（ 28 ）和第二子公共电极（ 38 ）具有第二电
压差。第一电压差大于或小于第二电压差。
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